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走査型広がり抵抗顕微鏡法によるスクライブ溝評価

CIGS太陽電池のレーザースクライブ技術開発
-走査型広がり抵抗顕微鏡法によるスクライブ溝評価-
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試料：AIST製CIGS薄膜太陽電池（小面積セル, 面積 0.5 cm2）
光源：フェムト秒レーザー開発機（λ=1040 nm, △σ=300 fs）

図1 AIST製光源(a)とCIGS太陽電池(b).
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 CIGS太陽電池の超短パルスレーザースクライブ(LS)を実施。

 小面積セルにおいて、レーザー照射時の熱影響を低減可能な上
部電極剥離LSを導入し、変換効率17.9 %を達成。

 LS溝の走査型広がり抵抗顕微鏡観察より、溝底面のCIGS層上
部(< 100 nm)に、低抵抗層の形成が確認された。一方で、溝
側面部において懸念されるTCO上部電極と先のCIGS低抵抗層
のコンタクトは見られず、本手法による比較的高いシャント抵抗値と
変換効率実現に寄与していると考えられる。

Eff (%) Voc (V) Jsc（mA·cm-2) FF Rsh, dark (Ω·cm2)

Laser-scribed 17.9 0.734 31.4 0.775 4760
Reference (four MS sides) 18.3 0.736 31.1 0.798 4710図2 小面積セル(a)，スクライブ溝SEM(b)と構造(c).
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表1 小面積セルの電池特性.

図3 上部透明電極剥離スクライブのモデル.

レーザースクライブ試料の構造と電池特性

図4 小面積セルのJ-V曲線.

走査型広がり抵抗顕微鏡法 (SSRM; Scanning Spreading Resistance Microscopy):
バイアスが印加された試料表面を導電性探針で走査し、抵抗値の分布を二次元的に
計測することで探針直下の広がり抵抗を可視化。

図5 レーザースクライブ溝断面のSSRMイメージ.
 溝底面のCIGS層上部(< 100 nm)に、低抵抗層形成
 溝側面部において、TCO上部電極とCIGS低抵抗層の顕著な重なりは見られない


	スライド番号 1

